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近年、デバイスの加工寸法微細化に関する研究が発展し、
高性能・新規なナノデバイスの開発が期待されている。そ
の一つに入射波長よりも小さな周期を有するサブ波長構造
がある。サブ波長構造部では、屈折率の分布が周期的であ
ることからブロッホ波が励起される[1]。そのブロッホ波と
入射光の相互作用により、従来、積層構造でしか得られな
い高反射や偏光選択性などを単層構造によって得ることが
できる。我々は、前回 p-GaN や AlGaN のサブ波長構造を
UV-LED の表面に作製することで、偏光比 2:1が可能である
ことを報告した[2]。今回、より高い偏光比を実現するサブ
波長構造について検討を行ったので報告する。 

 今回、より高い偏光比を実現するモデルについて FDTD

法を用い検討を行った。図 1 にそのモデルを示す。UV-LED

表面の p-GaN 上に低屈折率物質を 100nm堆積させ、その上
に高屈折率物質でサブ波長回折格子を配置する。入射波長
は 360nmで低屈折率物質と高屈折率物質にはそれぞれ SiO2

と ZrO2 を用いた。SiO2と ZrO2 の屈折率はそれぞれ 1.4+0i

と 2.05+0iとし、サブ波長回折格子の高さ 200nm、充填率 0.7

とした。図 2 に図 1 のモデルにおける透過光強度の偏光状
態依存性を示す。図 2 に示すように入射波長/周期が 1.7 の
とき、透過光強度が約 TE:TM=30:1 と大きな値をとる。 

これは低屈折率の SiO2膜の存在により高次の回折光の発生
が抑制されるためである[3]。その時の電磁界分布を図 3 に
示す。サブ波長回折格子の空気側においては、高次回折光
は発生せず 0 次回折のみがブロッホ波の励起に関係する。
一方、屈折率 nの媒質内では光の波長が 1/nになり媒質側か
ら見た回折格子はサブ波長の条件でなくなる。そのため高
次回折の影響が現れ、偏光比が小さくなる[3]。そこで低屈折
率層を設けることで、図 3に示すようにサブ波長構造に入射
する高次回折の発生を抑制できる。したがって、0 次回折と
ブロッホ波の相互作用が支配的になり、高い選択性が得られ
たと考えられる。以上により低屈折率膜を有したサブ波長回
折格子を UV-LED 上に実装することで高次回折を抑制し、よ
り高い偏光比が得られることを明らかにした。 
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図 1 SiO2膜上の ZrO2 
サブ波長回折格子モデル 

図 2 透過率偏光状態依存性 

図 3 二次元電磁界分布 
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